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PROCESS- OCH KOMPONENTTEKNOLOGI FFF110

Processing and Device Technology

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygsskala: TH. Niva: G2 (Grundniva, fordjupad).
Huvudomrade: Teknik. Undervisningssprak: Kursen kan komma att ges pa engelska.
Obligatorisk for: MNAV1, N3. Valfri for: E4, E4dpd, E4f, E4hn, F4, F4f, F4hn, F4nf,
MFOT1, MSOC2. Kursansvarig: Dr. Jonas Johansson, jonas.johansson@ftf.lth.se, Fysik,
kurslaboratoriet. Forutsatta forkunskaper: FFFFO1 Elektroniska material eller FFFF05
Fasta tillstandets fysik eller ESS030 Komponentfysik. Prestationsbed6mning: Skriftlig
tentamen. Hemsida: http://wwwgu.ftf.Ith.se/Courses/FFF110/FFF1101.html.

Syfte

Kursen avser att ge grundliggande kunskaper i framstillning och karaketirisering av
halvledarkomponenter pa nanometerskala. Fokus kommer att ligga pd moderna material-
och processtekniker, med en klar tyngdpunkt pa nanoteknologi. De flesta av processerna
ar generella och appliceras inom traditionell kiselbaserad IC-teknologi liksom inom
avancerad III-V teknologi samt for framstillning av MEMS/NEMS.

Mail

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna beskriva tillverkningsprocesser som bygger pa diffusion, deponering och
monstring av ytor

« kunna forklara hur ovannimnda processer kan realiseras pi nanometerskala

« kunna f6rklara kopplingen mellan méjligheter och begrinsningar i processning och
komponenters prestanda

Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten

+ kunna utfoéra grundliggande processning i renrumsmiljé

« kunna analysera en specifik komponent och avgora vilka processteg som krivs for att
tillverka den

« kunna skriva vilstrukturerade tekniska rapporter om halvledarprocessning

Innehall

Materialegenskaper for halvledarmaterial. Komponentframstillning: processoversike,


http://wwwgu.ftf.lth.se/Courses/FFF110/FFF1101.html

jamforelse mellan IT1I/V och kisel. Processer: epitaxi, dopning, jonimplantation, diffusion,
etsning, litografi. Nya metoder som t ex funktionalisering av ytor och
nanoimprintlitografi kommer ocksé att behandlas. Metall-halvledargrinsskikt som ir
mycket viktiga i ett antal tillimpningar kommer att gis igenom. Framstillning av pn-
dioder samt karakterisering och modellering av deras elektroniska och optoelektroniska
egenskaper och tillimpningar. Tillverkning av och egenskaper f6r heterostrukturer
kommer att liras ut och exemplifieras med transistorerna HBT och HFET. Framstillning
och principer for MEMS/NEMS (mikro/nano- elektromekaniska system) kommer ocksa
att behandlas. Under ett antal laborationer, kommer nigra av de genomgangna
processtegen att anvindas for tillverkning av fungerande komponenter. Da det ar mycket
viktigt att arbete med halvledarstrukeurer sker i en extremt ren och dammfri miljo
kommer stor tonvike att liggas vid arbetsmetodik i renrum. Slutligen kommer ett antal
avancerade halvledarstrukturer och dess funktion att demonstreras.
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